
©2025 NIPPON STEEL Chemical & Material Co.,Ltd. All rights reserved.

8

レーザー剥離

レーザー剥離

モールド

粘着テープ
VPA

Chip接着力 パネル基板外観

Chip シフト量 <0.1um

Chip実装
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ダイシェア強度 20MPa<

VPA

サポートガラス

VPA

VPA（キャッチ＆リリース材）

サポートガラス

FO-WLP FO-PLP

グラインディング

レーザー剥離後外観

レーザー照射
レーザー照射

ウエハ断面拡大写真

COC1から1列間引いて転写COWから全数を転写

COC2のμ-LED配列写真COC1のμ-LED配列写真

東レエンジニアリングと提携しプロセス開発中

TSV

COW
VPA（リリース材）

Fan-Out Package

TSVウエハグラインディング

μ-LEDのレーザートランスファー

μ-LED

高耐熱、高接着性により、
モールド時のChipシフトを抑制

優れた実装精度を実現

高充填、高接着性により、
グラインディング時、
クラックの発生を抑制

ウエハの薄化が可能

レーザーリリース性、高接着性、
高いLEDキャッチ性

優れたLED転写精度を実現

感光性接着剤
　

VPA series
半導体パッケージ製造工程用  仮接着材

強い接着力を有するネガタイプのレジスト（接着剤）
レーザーアブレーションで容易に剥離可能
硬化膜は高い絶縁性と耐熱性を示す

CHip 間距離：3.040mm
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VPA（リリース材)
COC1

COC1

COC2

加工前

Siウエハ 650um

加工後

Siウエハ 9.8um


